投稿要求和注意事项
1、来稿要求主题突出，论据充分，内容新颖、创新、实用。来稿采用A4幅面，5号字体，每页40行，每行大约39个汉字，来稿控制在6页以内。
  2、标题（中、英文对照）：中文标题控制在20个汉字以内，英文标题最多为400个字符，语意未尽可加副题名。题名应准确表达文章主题，应含有该文的主要关键词。题名具有导读功能和检索价值。

3、作者姓名（中文、汉语拼音对照）：作者姓名汉语拼音的写法为姓在前、名在后，姓氏的全部字母均大写，名字的首字母大写。
  4、作者单位（中、英文对照）：作者单位需给出所有作者的工作单位全称、所在省、市及邮政编码，英文部分还应在邮编之后加上国别代码“CHN”。
  5、摘要（中、英文对照）：摘要应能反映文章主要内容，应能给读者关于文章内容的足够信息。论文和研究报告采用报道性文摘，它包括研究的目的、方法、结果和结论；综述采用指示性文摘，指明文章的主题范围，并含有作者的观点。有关论文的背景信息、作者过去的研究及将来的计划和工作意义都不应在摘要中出现。中文摘要不超过300个汉字；英文摘要不超过150个单词（含介词），不出现“It is reported，Extensive investigotion shows that …”词句。
    6、关键词（中、英文对照3-8个）：关键词必须是能反映文章内容主要特征的实意词。不要使用无特殊检索意义、不能表征文章所属学科专用概念的词。中文关键词应使用中文全称，尽量不采用英语缩略语。中、英文各关键词之间用分号隔开。在中、英文关键词的下方分别给出论文的中图分类号与EEACC(或PACC)。
  7、联系作者：在正文首页下方，给出第一作者或联系人的E-mail。
  8、插图与表格：应安排在文中的相应位置，图表均应清晰可辨。图题、表题需中、英文对照，图、表内的中文词均改为英文，插图希控制在10幅以内。
    9、参考文献：按文中引用次序排列（引用处应加上角码（[  ]），按GB/T7714-2005著录，顺序为：
    a.期刊：作者.篇名（文题）[J].期刊名称，出版年；卷号（期号）：起止页
    b.专著：作者.书名[M].出版地：出版者，出版年；起止页
c.会议录、论文集：作者.文题 [C].文集编者. 会议录或论文集名，出版地：出版者，出版年；起止页
    d.学位论文：作者.文题 [D]. 学位授予单位，编号或缩微制品序号，年份
    文献中作者项：姓在前、名在后，去缩写点；3人以下应全列出，4人以上则只列出3人后再加上“等”（et al.）。
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10、文稿中使用的名词术语、符号、计量单位要前后一致，符合国家有关标准（SI单位）。文中专业符号、大小写、英文与希腊文和正、斜体都要标写清楚，用作上下角的字母、数码和符号，其高低层次分明。 
   
